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摘要(译)

本发明涉及用于在有机电子器件中的空穴注入层的新型的金属有机物材料，其中所述有机电子器件尤其为如有机发光二极管
（OLED）或者有机发光电化学池（OLEEC）或者有机场效应晶体管或者有机太阳能电池或者有机光检测器的发光器件。如尤其为
有机发光二极管（图1）的有机电子器件的辉度（cd/m2）、效率（cd/A）和使用寿命（h）与在发光层中的激子密度和载流子注入
质量极其相关，并且此外也通过所述激子密度和载流子注入质量来限制。本发明描述一种由二次平面单核过渡金属络合物制成的空
穴注入层，例如铜2+-络合物，所述过渡金属络合物嵌入到空穴导电的基体中。
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